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(57) 요약

플라즈마 프로세싱 시스템에서 기판을 에칭하는 방법이 개시된다. 기판은, 반도체 층, 그 반도체 층 위에 배치된 제 1 장벽

층, 그 제 1 장벽 층 위에 배치된 로우-k 층, 그 로우-k 층 위에 배치된 제 3 하드 마스크 층, 그 제 3 하드 마스크 층 위에

배치된 제 2 하드 마스크 층, 그 제 2 하드 마스크 층 위에 배치된 제 1 하드 마스크 층을 갖는다. 그 방법은, 제 1 에칭제와

제 2 에칭제로 기판을 교호적으로 에칭하는 단계를 포함하며, 제 1 에칭제는, 제 1 하드 마스크 층의 제 1 하드 마스크 재

료, 제 3 하드 마스크 층의 제 3 하드 마스크 재료, 및 제 1 장벽 층의 제 1 장벽 층 재료에 대해서는 낮은 선택도를 갖지만,

제 2 하드 마스크 층의 제 2 하드 마스크 재료에 대해서는 높은 선택도를 가지며, 제 2 에칭제는, 제 1 하드 마스크 층의 제

1 하드 마스크 재료, 제 3 하드 마스크 재료의 제 3 하드 마스크 재료, 및 제 1 장벽 층의 제 1 장벽 층 재료에 대해서 높은

선택도를 갖고, 제 1 에칭제는 제 2 하드 마스크 층의 제 2 하드 마스크 재료에 대해서 낮은 선택도를 갖는다.

대표도

도 4g
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특허청구의 범위

청구항 1.

플라즈마 프로세싱 시스템에서, 반도체 층, 상기 반도체 층 위에 배치된 제 1 장벽 층, 상기 제 1 장벽 층 위에 배치된 로우

-k 층, 상기 로우-k 층 위에 배치된 제 3 하드 마스크 층, 상기 제 3 하드 마스크 층 위에 배치된 제 2 하드 마스크 층, 및 상

기 제 2 하드 마스크 층 위에 배치된 제 1 하드 마스크 층을 갖는 기판의 에칭 방법으로서,

제 1 에칭제와 제 2 에칭제로 상기 기판을 교호적으로 에칭하는 단계를 포함하며,

상기 제 1 에칭제는, 상기 제 1 하드 마스크 층의 제 1 하드 마스크 재료, 상기 제 3 하드 마스크 층의 제 3 하드 마스크 재

료, 및 상기 제 1 장벽 층의 제 1 장벽 층 재료에 대해서는 낮은 선택도를 갖지만, 상기 제 2 하드 마스크 층의 제 2 하드 마

스크 재료에 대해서는 높은 선택도를 가지며,

상기 제 2 에칭제는, 상기 제 1 하드 마스크 층의 상기 제 1 하드 마스크 재료, 상기 제 3 하드 마스크 층의 상기 제 3 하드

마스크 재료, 및 상기 제 1 장벽 층의 상기 제 1 장벽 층 재료에 대해서 높은 선택도를 갖고, 상기 제 1 에칭제는 상기 제 2

하드 마스크 층의 상기 제 2 하드 마스크 층에 대해서 낮은 선택도를 갖는, 기판의 에칭 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 교호적으로 에칭하는 단계는, 상기 제 2 에칭제로 상기 로우-k 층까지 부분적으로 에칭하는 단계를 포함하는, 기판의

에칭 방법.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 교호적으로 에칭하는 단계는, 상기 제 2 에칭제로 상기 제 1 장벽 층까지 부분적으로 에칭하는 단계를 포함하는, 기판

의 에칭 방법.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 교호적으로 에칭하는 단계는, 상기 제 1 하드 마스크 재료를 실질적으로 제거하는 단계를 포함하는, 기판의 에칭 방

법.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

제 2 장벽 재료로 구성되며 상기 제 3 하드 마스크 층과 상기 로우-k 층 사이에 배치되는 제 2 장벽 층을 더 포함하며,

상기 제 2 에칭제는 상기 제 2 장벽 재료에 대해서 낮은 선택도를 갖고, 상기 제 1 에칭제는 상기 제 2 장벽 재료에 대해서

높은 선택도를 갖는, 기판의 에칭 방법.
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청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 교호적으로 에칭하는 단계는, 상기 제 2 에칭제로 상기 제 2 장벽 층까지 부분적으로 에칭하는 단계를 포함하는, 기판

의 에칭 방법.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 제 2 에칭제는, 상기 제 2 하드 마스크 층, 상기 로우-k 층, 및 상기 제 2 장벽 층의 적어도 일부를 실질적으로 동시에

에칭하는, 기판의 에칭 방법.

청구항 8.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 하드 마스크 재료, 상기 제 2 하드 마스크 재료, 및 상기 제 3 하드 마스크 재료는, 듀얼-다마신 제조 방법에서

리소그래픽적으로 패터닝되는, 기판의 에칭 방법.

청구항 9.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 하드 마스크 재료는 SiN 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 10.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 하드 마스크 재료는 SiC 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 11.

제 1 항에 있어서,

상기 제 2 하드 마스크 재료는 TEOS 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 12.

제 1 항에 있어서,

상기 제 3 하드 마스크 재료는 SiN 인, 기판의 에칭 방법.
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청구항 13.

제 1 항에 있어서,

상기 제 3 하드 마스크 재료는 SiC 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 14.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 장벽 층은 SiN 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 15.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 장벽 층은 SiC 인, 기판의 에칭 방법,

청구항 16.

제 2 항에 있어서,

상기 제 2 장벽 층은 TEOS 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 17.

제 1 항에 있어서,

제 1 에칭제는 CF4 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 18.

제 1 항에 있어서,

제 1 에칭제는 CHF3 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 19.

제 1 항에 있어서,

제 2 에칭제는 C4F6 인, 기판의 에칭 방법.
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청구항 20.

제 1 항에 있어서,

제 2 에칭제는 C4F8 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 21.

플라즈마 프로세싱 시스템에서, 반도체 층, 상기 반도체 층 위에 배치된 제 1 장벽 층, 상기 제 1 장벽 층 위에 배치된 로우

-k 층, 상기 로우-k 층 위에 배치된 제 2 장벽 층, 상기 제 2 장벽 층 위에 배치된 제 3 하드 마스크 층, 상기 제 3 하드 마스

크 층 위에 배치된 제 2 하드 마스크 층, 및 상기 제 2 하드 마스크 층 위에 배치된 제 1 하드 마스크 층을 갖는 기판을 에칭

하는 방법으로서,

제 1 에칭제와 제 2 에칭제로 상기 기판을 교호적으로 에칭하는 단계를 포함하며,

상기 제 1 에칭제는, 상기 제 1 하드 마스크 층의 제 1 하드 마스크 재료, 상기 제 3 하드 마스크 층의 제 3 하드 마스크 재

료, 및 상기 제 1 장벽 층의 제 1 장벽 층 재료에 대해서는 낮은 선택도를 갖지만, 상기 제 2 하드 마스크 층의 제 2 하드 마

스크 재료에 대해서는 높은 선택도를 가지며,

상기 제 2 에칭제는, 상기 제 1 하드 마스크 층의 상기 제 1 하드 마스크 재료, 상기 제 3 하드 마스크 층의 상기 제 3 하드

마스크 재료, 및 상기 제 1 장벽 층의 상기 제 1 장벽 층 재료에 대해서 높은 선택도를 갖고, 상기 제 1 에칭제는 상기 제 2

장벽 층과 상기 제 2 하드 마스크 층의 상기 제 2 하드 마스크 재료에 대해서 낮은 선택도를 갖는, 기판의 에칭 방법.

청구항 22.

제 21 항에 있어서,

상기 교호적으로 에칭하는 단계는, 상기 제 2 에칭제로 상기 로우-k 층까지 부분적으로 에칭하는 단계를 포함하는, 기판의

에칭 방법.

청구항 23.

제 22 항에 있어서,

상기 교호적으로 에칭하는 단계는, 상기 제 2 에칭제로 상기 제 1 장벽 층까지 부분적으로 에칭하는 단계를 포함하는, 기판

의 에칭 방법.

청구항 24.

제 23 항에 있어서,

상기 교호적으로 에칭하는 단계는, 상기 제 1 하드 마스크 재료를 실질적으로 제거하는 단계를 포함하는, 기판의 에칭 방

법.

청구항 25.

제 21 항에 있어서,
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상기 교호적으로 에칭하는 단계는, 상기 제 2 에칭제로 상기 제 2 장벽 층까지 부분적으로 에칭하는 단계를 포함하는, 기판

의 에칭 방법.

청구항 26.

제 21 항에 있어서,

상기 제 2 에칭제는, 상기 제 2 하드 마스크 층, 상기 로우-k 층, 및 상기 제 2 장벽 층의 적어도 일부를 실질적으로 동시에

에칭하는, 기판의 에칭 방법.

청구항 27.

제 21 항에 있어서,

상기 제 1 하드 마스크 재료, 상기 제 2 하드 마스크 재료, 및 상기 제 3 하드 마스크 재료는, 듀얼-다마신 제조 방법에서

리소그래픽적으로 패터닝되는, 기판의 에칭 방법.

청구항 28.

제 21 항에 있어서,

상기 제 1 하드 마스크 재료는 SiN 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 29.

제 21 항에 있어서,

상기 제 1 하드 마스크 재료는 SiC 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 30.

제 21 항에 있어서,

상기 제 2 하드 마스크 재료는 TEOS 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 31.

제 21 항에 있어서,

상기 제 3 하드 마스크 재료는 SiN 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 32.

제 21 항에 있어서,
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상기 제 3 하드 마스크 재료는 SiC 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 33.

제 21 항에 있어서,

상기 제 1 장벽 층은 SiN 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 34.

제 21 항에 있어서,

상기 제 1 장벽 층은 SiC 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 35.

제 22 항에 있어서,

상기 제 2 장벽 층은 TEOS 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 36.

제 21 항에 있어서,

제 1 에칭제는 CF4 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 37.

제 21 항에 있어서,

제 1 에칭제는 CHF3 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 38.

제 21 항에 있어서,

제 2 에칭제는 C4F6 인, 기판의 에칭 방법.

청구항 39.

제 21 항에 있어서,

제 2 에칭제는 C4F8 인, 기판의 에칭 방법.
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